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高移動度を持つアモルファス IGZO

（a-IGZO）薄膜はスパッタ法により低温で大

面積均一成膜ができ、大面積平面型ディスプレ

イ中に TFT のチャネル材料として実用化され

ている[1,2]。しかし、電気的・環境的ストレス

に対する不安定性が指摘されている[2]。これ

は a-IGZO薄膜中に多くの欠陥準位が形成され、

光照射や雰囲気焼成などによる電子の捕獲ま

たは放出が生じるためであると考えられる。こ

れらの不安定性を解決するため、本研究では、

後焼成による IGZO 透明酸化物半導体材料の

局所構造と欠陥構造の変化を詳細に調べ、さら

に欠陥準位への影響について解析した。 

DC マグネトロンスパッタ法により、IGZO

（In:Ga:Zn=1:1:1 at.%）ターゲットを用いて、

Ar 雰囲気で合成石英ガラス上に無加熱で成膜

した。a-IGZO薄膜の厚さは 100 nmで、成膜後

に大気雰囲気中 300-900℃で 1時間の焼成を行

った。後焼成による微細構造の変化は広域 X

線吸収微細構造（EXAFS）解析を行い、陽電

子消滅法（PAS）を用いて欠陥の構造評価を行

った。焼成による欠陥準位の変化はカソードル

ミネッセンス（CL）により解析した。 

前回の応物報告結果と同じように、a-IGZO

薄膜は 600℃の大気焼成により結晶化するこ

とが X線回折法により確認された[3]。EXAFS

の測定により、焼成温度の上昇に伴い、a-IGZO

薄膜のカチオン周りの酸素配位数が増加する

が、カチオンの種類によって増加傾向が違って

いた。 In と Zn の周りに、酸素配位数が

InGaZnO4結晶粉の値に近い一方で、Ga周りの

酸素は 5配位より 6配位になる傾向が示した。

また、陽電子消滅法により、a-IGZO 薄膜中の

陽電子寿命（~280ps）は結晶化した IGZO薄膜

中より長く、300℃以上の大気焼成では IGZO

薄膜の長寿命成分（>350ps）が長くなることが

明らかになった。これは a-IGZO薄膜の結晶化

につれて、複空孔もしくは空孔クラスターが形

成したことを示唆している。CLの測定により、

a-IGZO薄膜にはCBMやVBMから離れたミッ

ドギャップ近くに深い準位が形成され、焼成温

度が 600℃以上になると、ミッドギャップ近く

に二つ深い準位が形成される。これは酸素欠損

によるのものだと考えられる。 
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